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RESUME DE L'ETUDE

N

Ce travail a été entrepris pour tentser de répondre a la guestion essentiel-
le qul se pose lors de la conception des mémoires a bulles magnétiques et
gqul peut se résumer de la facon suilvante:

Comment organiser la mémoire A bulles pour qu'lelle soit

4 la fois performante (temps d'accés minimal et débit

maximal) et aussi peu coliteuse que possible ?

L'approche gue nous avons suivie est basée sur le désir d'exploiter au maxi-
mum les possibilités offertes par les bulles magnétiques. Jusqu'a présent,
seules les organisations classiques (organisation série, organisation en
registres mineurs/registre majeur, et organisation séris-paralléle) ont fait
1'objet de reéalisations. Elles sont basées sur la technique d'accés par champ
magnétique tournant. Ces mémoires conviennent 3 de nombreuses applications,
mais pas a celles quil nécessitent un temps d'accés rapide et un débit élevé

£
{(remplacement des mémoires centrales par exemple).

La technique d'accés‘par courant permet une exploitation rapide des mémoires
a bulles {1 MHz et plus), mais elle a été abandonnée parce qu'elle nécessite
généralement des configurations compliquées de conducteurs de courant connec-
tés en série, dont la largeur est inférieure au diamétre d’une bulle. Cette
technique d'accés par courant a été remplacée par 1’accés par champ qui

utilise une structure beaucoup plus simple.

Nous avons essayé de combiner ces deux techniques afin d’obtenir des organi-
sations nouvelles de mémoires a bulles qul serailent beaucoup plus performan-
tes et dans lesquelles les inconvénlenis des organisations classiques seraien!
écartés. La solution que nous proposons combine des registres de stockage
basés sur l'accés par champ et des chemins d'accés basés sur 1'accés par cou-
rant. Ceux-ci sont Incorporés, partiellement ou complétement, dans les regis-
tres de stockage, ce qui évite 1°utilisation des portes de transfert de bulle:

entre les registres de stockage et les chemins dfacceés.



Cette solution combine une structure simple pour le stockage des bulles
{acceés par champ) avec des chemins d’'accés rapides (accés par courant].

Les possibilités de 1'arrét/marche des bulles et la bidirectionnalité de
décalage ont été exploitées dans cette nouvelle organisation. De plus, 1la
géométrie de la combinaison (registres de stockage et chemins d'accés) a
permis l'utilisation de plusieurs stations d'accés (lecture/écriture) dans
la puce, sans risque d'encombrement. Toutes ces options ont contribué 3
obtenir un accés multiple sur des chemins d'accés rapides, ce qui diminuera

le temps moyen d'accés a la mémoire et augmentera le déhit.
Nous avons choisi de presenter nos travaux selon le plan suivant:

1. Généralités sur les mémoires & bulles (chapitres 1 & 3):
- le chapitre 1 présente une introduction générale sur les mémoires et
passe en revue les mémoires 'rivales’ de la mémoire & bulles F
~ le chapitre 2 décrit les bulles magnétiques, leur origine, leurs carac-
téristiques et leurs fonctions logiques ;
- le chapitre 3 énumére les caractéristiques qui militent en faveur des
mémoires & bulles, les réalisations envisagées et les différents domai-

nes d'application possibles.

2. Présentation des résultats obtenus (chapitres 4 et 5):
- le chapitre 4 décrit et critique les organisations classiques de la
mémoire 4 bulles et propose de nouvelles organisations ;
- le chapitre 5, ainsi que 1l'annexe, tentent d'établir une comparaison

entre les performances de toutes les organisations présentées.
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